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【序論】 

β-Ga2O3はバンドギャップが約 4.8eV で次世代の

パワーデバイス材料として期待されており大型高品

質結晶はようやくできるようになったが、結晶構造

の報告例は少ない。そこで我々は高品質β-Ga2O3 単

結晶の X 線トポグラフィー観察をシンクロトロン光

を用いて行ったので報告する。 

【実験方法】 
今 回 の 測 定 試 料 は タ ム ラ 製 作 所 製 の

Edge-defined Film-fed Growth(EFG)法で[010]方向

に引き上げた(-201)を主面とするβ-Ga2O3 単結晶で

ある。九州シンクロトロン光研究センター(SAGA-LS)

のビームライン BL09A にて実験を行った。測定試料

に約 10keV の白色 X 線を入射し、試料角度 3°、検

出器角度 96°の反射配置で(-10-2)回折面でトポグ

ラフィー観察を行った。 

【実験結果】 

X 線トポグラフィー観察を行ったところ図 1 のよ

うな特徴的な欠陥が観察された。図(a)は結晶内部、

図(b)は結晶端であり、矢印 A,B は同一試料の同じラ

インを指しているが、引上げ方向に一列に並んだ小

傾角粒界が観察された。また図 1(b)では矢印 A,B の

両側で回折像のズレが生じているが、これは結晶軸

が不連続に変化していることを示している。実際に

[-10-2]方向に沿ってスキャンし X 線ロッキングカ

ーブ測定をしたところ、図 2 のように角度ωが約

0.2°不連続に変化していることがわかった。 

【結論】 

β-Ga2O3単結晶のシンクロトロン X 線トポグラフ

ィー観察を行った。その結果、成長方向に延伸した

積層欠陥と一列に並んだ小傾角粒界が観察された。 
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Fig. 1 X-ray topography images  

Fig. 2  Rocking curves of the 
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